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Opis:

Zdecydowanie najwazniejszg wtasciwoscig materiatéw opartych na azotku galu jest szeroka
prosta przerwa energetyczna, ktérej wielkoscig mozna sterowaé za pomocg sktadu chemicznego.
Dzieki temu, na bazie materiatdw azotkowych wytwarza¢ mozna diody LED i diody laserowe (DL),
wydajnie emitujgce Swiatto w szerokim zakresie spektralnym, od gtebokiego ultrafioletu
do podczerwieni. Szerokie zastosowania azotkéw w zyciu codziennym moze sprawiaé wrazenie,
ze ,wszystko” juz jest poznane w tej rodzinie materiatéw. Tak naprawde jest zupetnie odwrotnie.
Pomimo niekwestionowanego sukcesu azotkowych diod laserowych, zadne tego typu struktury nie
zostaty wytworzone na podtozach GaN o polarnosci azotowej. Co wiecej, otrzymanie DL jest czesto
uwazane za niepodwazalny dowdd wysokiej jakosci optycznej materiatu oraz dojrzatosci metody ich
otrzymywania. W tym projekcie zajmiemy sie zupetnie nowymi obszarami wzrostu azotkéw
na podtozach GaN o polarnosci azotowej by po raz pierwszy zaprezentowac tego typu urzgdzenie.

Projekt ten bedzie realizowany w laboratorium epitaksji z wigzek molekularnych z plazma
azotowa. W naszym laboratorium mamy ditugg tradycje wytwarzania azotkowych DL i w 2004r.
otrzymalismy pierwsza na $wiecie DL wytworzong tg technika. W ciggu nastepnych lat dokonali$my
istotnego postepu w poprawie parametréw naszych struktur, obszaru spektralnego siegajgcego od
ultra-fioletu do koloru zielonego, jak i wykorzystujgc podtoza pédtpolarne GaN, dowodzac
wszechstronnosci stosowanej techniki.

Cel projektu:

Zrozumienie i wykorzystanie przewag wzrostu azotkéw grupy Il na powierzchni o polarnosci
azotowej. Zidentyfikowanie powoddéw niskiej sprawnosci luminescencji typowych emiteréw
wytwarzanych na tej polarnosci oraz zastosowanie niedawno odkrytych warunki wzrostu do obnizenia
gestosci defektdw punktowych i zaprezentowania poprawy jakosci optycznej takich struktur.
W ramach projektu otrzymane zostang diody laserowe wytworzone na polarnosci azotowej GaN.

Wymagania:

- Tytut magistra z dziedziny fizyki, nanotechnologii, inzynierii materiatowej lub pokrewnych,
- Dobra znajomos¢ podstaw fizyki pétprzewodnikow,

- Umiejetno$é podstawowego programowania oraz obrébki danych,

- Dobra znajomos¢ jezyka angielskiego w mowie i pismie,

- Dobra organizacja pracy oraz umiejetnosé pracy w zespole
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